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액정 디스플레이 패널에 있어서의 화소결함을 억제하는 것이 가능한 기술을 제공한다. 대향전극과 액정을 사이에

두고 대향배치된 화소전극(2)에는, 복수의 관통공(20)이 서로 떨어져 형성되어 있다.  이에 따라 화소전극(2)에

이물질이 부착되었을 경우에는, 화소전극(2)을 부분적으로 제거해서 관통공(20)사이를 연통시킴으로써 화소전극

(2)에 있어서 이물질이 부착되고 있는 부분을 이 화소전극(2)으로부터 제거할 수 있다.  따라서, 도전성의 이물

질이 화소전극(2)에 부착된 경우라도, 화소전극(2)의 제거 부분을 저감하면서, 화소전극(2)과 대향전극과의 전기

적 접속을 회피할 수 있다.  따라서, 화소전극(2)을 제거할 때 전극편이 생긴 경우라도, 이 전극편의 발생량을

저감할 수 있고, 이 전극편이 주위에 부착되는 것을 억제할 수 있다.  그 결과, 새로운 화소결함의 발생을 억제

할 수 있다.

대표도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

화소전극과,

액정을 사이에 두고 상기 화소전극과 대향배치된 대향전극을 구비하고,

상기 화소전극에는, 복수의 관통공이 서로 떨어져 설치되어 있고,

상기 복수의 관통공은, 상기 화소전극의 단면이 요철 모양이 되도록 이 화소전극의 단부에 적어도 설치되어 있

는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 패널.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

제 1항에 있어서,

상기 복수의 관통공은, 상기 화소전극의 전체면에 걸쳐 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 패

널.

청구항 4 

화소전극과, 액정을 사이에 두고 상기 화소전극과 대향배치된 대향전극을 구비하고, 상기 화소전극에는, 복수의

관통공이 서로 떨어져 설치되어 있는 액정 디스플레이 패널의 화소결함 수정방법으로서,

상기 화소전극에 이물질이 부착되었을 경우에, 상기 화소전극을 부분적으로 제거해서 상기 복수의 관통공 중 적

어도 2개의 관통공 사이를 연통시킴으로써 상기 화소전극에 있어서 상기 이물질이 부착되고 있는 부분을 상기

화소전극으로부터 제거하는 것을 특징으로 하는 화소결함 수정방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

[기술분야]<14>

본 발명은, 액정 디스플레이 패널과 그 화소결함 수정방법에 관한 것이다.<15>

[배경기술]<16>

액정  디스플레이  패널에서는,  예를  들면  복수의  박막트랜지스터(TFT)나 화소전극  등이  형성된  TFT어레이<17>

기판과, 대향전극이 형성된 기판이 소정거리를 이루어 대향배치되고 있으며, 그것들의 기판 사이에는 액정이 봉

입되어 있다.  그리고, 이 액정에 전압이 인가됨으로써, 액정 디스플레이 패널을 투과하는 빛의 투과율이 변화

된다.  이러한 액정 디스플레이 패널에서는, 화소전극과 대향전극 사이에 도전성 이물질이 존재하면, 이 도전성

이물질에 의해 화소전극과 대향전극이 전기적으로 접속되는 경우가 있다.  그 결과, 박막트랜지스터를 통해 화

소전극에 전압을 인가하면, 화소전극과 대향전극이 동전위가 된다.  이 경우에는, 노멀리 화이트방식의 액정 디

스플레이 패널에서는 휘점결함이 생긴다.

특허문헌 1에는 휘점결함을 수정하는 방법이 개시되어 있다.  특허문헌 1의 기술에서는, 이물질 주변의 화소전<18>

극을 레이저조사에 의해 파괴하고, 이것에 의해, 화소전극과 대향전극을 전기적으로 절연하여, 휘점결함을 수정

하고 있다.

[특허문헌 1] 일본국 공개특허공보 특개평8-286208호 공보<19>
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[발명의 개시]<20>

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 특허문헌 1의 기술에서는, 이물질 주변의 화소전극을 레이저조사에 의해 파괴하고 있기 때문에, 이때<21>

비산한 화소전극편이 주변의 정상화소에 있어서의 화소전극 등에 부착하여, 새로운 휘점결함을 일으키는 경우가

있다.

또한, 이물질 주변의 액정에도 레이저가 조사되므로, 이 액정의 배향이 흐트러지는 경우가 있다.  그 때문에 액<22>

정에 있어서의 레이저 조사부분이 휘점이 되고, 이 휘점이 관찰자에게 시인되어버리는 경우가 있다.

그래서, 본 발명은 상기의 문제를 고려하여 행해진 것으로, 액정 디스플레이 패널에 있어서의 화소결함을 억제<23>

하는 것이 가능한 기술을 제공하는 것을 목적으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

[과제를 해결하기 위한 수단]<24>

본 발명의 액정 디스플레이 패널은, 화소전극과, 액정을 사이에 두고 상기 화소전극과 대향배치된 대향전극을<25>

구비하고, 상기 화소전극에는, 복수의 관통공이 서로 떨어져서 설치되어 있다.

또한 본 발명의 화소결함 수정방법은, 상기 액정 디스플레이 패널의 화소결함 수정방법으로, 상기 화소전극에<26>

이물질이 부착되었을 경우에, 상기 화소전극을 부분적으로 제거해서 상기 복수의 관통공 중 적어도 2개의 관통

공 사이를 연통시킴으로써 상기 화소전극에 있어서 상기 이물질이 부착되고 있는 부분을 상기 화소전극으로부터

제거한다.

[발명을 실시하기 위한 최선의 형태]<27>

도 1, 2는, 각각 본 발명의 실시예에 따른 액정 디스플레이 패널의 구조를 부분적으로 나타내는 평면도 및 단면<28>

도이다.   본  실시예에  따른  액정  디스플레이  패널은,  예를  들면  노멀리  화이트방식의  액정  디스플레이

패널이며, 행렬 모양으로 배치된 복수의 화소구조(50)를 구비하고 있다.  도 1에서는, 복수의 화소구조(50)중

하나를 도시하고 있다.  도 1에 나타나 있는 바와 같이, 본 실시예에 따른 액정 디스플레이 패널의 화소구조

(50)는, 박막 트랜지스터(1)와, 화소전극(2)과, 열방향 Y으로 연장하는 소스 배선(3)과, 드레인 배선(4)과, 행

방향 X으로 연장하는 게이트 배선(5)과, 마찬가지로 행방향 X으로 연장하는 축적 용량배선(6)을 구비하고 있으

며, 이들은 도시하지 않은 유리 기판 등의 기판위에 형성되어 있다.

박막 트랜지스터(1)는, 예를 들면 양의 스태거형의 a-Si(아모퍼스 실리콘)TFT이다.  소스 배선(3)은, 박막 트랜<29>

지스터(1)의 소스 영역(도시 생략)에 접속되어 있다.  드레인 배선(4)의 일단은, 박막 트랜지스터(1)의 드레인

영역(도시 생략)에 접속되고 있고, 그 타단은 화소전극(2)에 접속되어 있다.  게이트 배선(5)은 박막 트랜지스

터(1)의 게이트 전극으로서 기능하고, 소스 배선(3)의 일부와 드레인 배선(4) 일부의 윗쪽에 설치된다.

화소전극(2)에는, 그 두께 방향으로 관통하는 복수의 관통공(20)이 서로 떨어져 형성되어 있다.  복수의 관통공<30>

(20) 각각은 4각 기둥 형상을 이루고 있고, 화소전극(2)의 열방향 Y에 있어서의 양단부에 형성되어 있는 것을

제외하고, 행렬 모양으로 배치되어 있다.  화소전극(2)의 열방향 Y에 있어서의 양단부의 각각에서는 복수의 관

통공(20)이 등간격으로 행방향 X을 따라 형성되고 있고 이들의 복수의 관통공(20)에 의해, 화소전극(2)의 열방

향 Y의 양단면(2a)의 각각은 요철 모양으로 되어있다.  또한 화소전극(2)의 행방향 X에 있어서의 양단면(2b)의

각각은, 이 화소전극(2)의 행방향 X에 있어서의 단부에 열방향 Y을 따라 형성되어 있는 복수의 관통공(20)에 의

해 요철 모양으로 되어있다.  또한, 관통공(20)의 형상은 4각 기둥형상에 한정되는 것은 아니고, 3각 기둥

형상, 5각 기둥 형상 또는 원기둥 형상이라도 좋다.

축적 용량배선(6)은, 열방향 Y에 있어서의 화소전극(2)의 한쪽 단부 위에, 도시하지 않은 절연막을 통해 형성되<31>

고 있고, 이 절연막과 화소전극(2)과 함께 축적 용량 Cs을 형성하고 있다.

본 실시예에 따른 액정 디스플레이 패널에서는, 도 2에 나타나 있는 바와 같이, 화소전극(2)과 소정거리를 이루<32>

어 대향전극(7)이 대향하여 배치되어 있다.  그리고, 화소전극(2)과 대향전극(7) 사이에는 액정(8)이 충전되어

있다.  또한 대향전극(7)은, 도시하지 않은 유리 기판 등의 기판에 형성된다.

이상과 같은 구조를 구비하는 본 액정 디스플레이 패널에서는, 게이트 배선(5)에 소정 전압이 인가되어, 스위칭<33>

소자로서 기능하는 박막 트랜지스터(1)가 온 상태가 되면, 소스 배선(3)에 인가된 구동전압이 드레인 배선(4)을
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통해 화소전극(2)에 인가된다.  한편, 화소전극(2)과 대향배치된 대향전극(7)에도 소정전압이 인가된다.  그 결

과, 화소전극(2)과 대향전극(7) 사이에 전압차이가 생기고, 그들 사이의 액정(8)에는 전계가 인가된다.  이에

따라 본 액정 디스플레이 패널을 투과하는 빛의 투과율이 변화된다.  또한 화소전극(2)에 인가된 구동전압은 축

적 용량 Cs에 축적되고, 박막 트랜지스터(1)가 오프 상태가 되었을 경우라도 화소전극(2)에는 구동전압이 인가

된다.

다음에 화소전극(2)에 이물질이 부착되었을 경우에 보이는 화소결함의 수정 방법에 관하여 설명한다.  도 3은<34>

본 실시예에 따른 화소결함 수정방법을 나타내는 평면도이다.  또한 도 3 및 후술하는 도 4∼9에서는, 도 1에

도시되는 화소구조(50)를 부분적으로 확대해서 나타내고 있다.  도 3에 나타나 있는 바와 같이 화소전극(2)에

이물질(100)이 부착되었을 경우에는, 화소전극(2)을 부분적으로 제거해서 적어도 2개의 관통공(20) 사이를 연통

시킴으로써, 화소전극(2)에 있어서 이물질(100)이 부착되고 있는 부분(2c)(이후, 「이물질 부착 부분(2c)」이라

고 부른다)을 이 화소전극(2)으로부터 제거한다.  이 때의 화소전극(2)의 제거는, 예를 들면 제거 대상부분에

레이저를 조사함으로써 행한다.  도 3에 도시되는 예에서는, 이물질 부착 부분(2c)의 주변에 설정된 제거 대상

부분(10)을 레이저로 조사하고, 이 부분(10)을 제거한다.  이에 따라 도 4에 나타나 있는 바와 같이, 이물질 부

착 부분(2c)의 주변의 4개의 관통공(20)이 서로 연통하게 되고, 이물질 부착 부분(2c)이 화소전극(2)으로부터

제거된다.

이와 같이 하여 이물질 부착 부분(2c)을 화소전극(2)으로부터 제거함으로써, 도전성의 이물질(100)이 화소전극<35>

(2)에 부착되었을 경우라도, 화소전극(2)과 대향전극(7)과의 전기적 접속을 회피할 수 있고, 노멀리 화이트방식

의 본 액정 디스플레이 패널에서는 휘점결함의 발생을 방지할 수 있다.

또한 이물질(100)이 소스 배선(3)등의 배선과 화소전극(2)에 걸쳐서 그것들에 부착된 경우라도, 마찬가지로, 화<36>

소전극(2)을 부분적으로 제거해서 복수의 관통공(20)사이를 연통시킴으로써 이물질 부착 부분(2c)을 화소전극

(2)으로부터 분리할 수 있다.  도 5는, 이물질(100)이 소스 배선(3)과 화소전극(2)에 걸쳐서 형성되었을 경우의

본 화소결함 수정방법을 나타내는 평면도이다.  본 예에 있어서도, 도 3의 예와 같이, 이물질 부착 부분(2c)의

주변에 설정된 제거 대상부분(10)에 레이저를 조사하여 이 부분(10)을 제거한다.  이에 따라 도 6에 나타나 있

는 바와 같이, 이물질 부착 부분(2c)에 인접하는 복수의 관통공(20)이 서로 연통하게 되고, 이 이물질 부착 부

분(2c)이 화소전극(2)으로부터 제거된다.  따라서, 도전성의 이물질(100)이 소스 배선(3)과 화소전극(2)에 걸쳐

서 형성된 경우라도, 화소전극(2)과 대향전극(7) 사이의 전기적 접속을 회피할 수 있음과 동시에, 화소전극(2)

과 소스 배선(3)과의 전기적 접속을 회피할 수 있다.

또한 이물질(100)이 서로 인접하는 2개의 화소구조(50)의 화소전극(2)에 걸쳐서 그것들에 부착한 경우라도, 같<37>

은 방법으로, 이 2개의 화소구조(50)의 각각에 있어서, 이물질 부착 부분(2c)을 화소전극(2)으로부터 제거할 수

있다.  도 7은, 이물질(100)이 인접하는 2개의 화소구조(50)에 걸쳐서 형성되었을 경우의 본 화소결함 수정방법

을 나타내는 평면도이다.  도 7의 예에서는, 이물질(100)은, 열방향 Y으로 서로 인접하는 화소구조(50)에 걸쳐

서 형성되어 있다.  또한 도 7의 상측의 화소구조(50)에 있어서는, 이물질(100)은 축적 용량배선(6)과 화소전극

(2)에 걸쳐서 그것들에 부착되고 있으며, 하측의 화소구조(50)에 있어서는, 이물질(100)은 게이트 배선(5)과 화

소전극(2)에 걸쳐서 그것들에 부착되고 있다.

본 예에서는, 상측의 화소구조(50)의 이물질 부착 부분(2c)의 주변에 설정된 제거 대상부분(10)과, 하측의 화소<38>

구조(50)의 이물질 부착 부분(2c)의 주변에 설정된 제거 대상부분(10)에 각각 레이저를 조사하여, 이들의 제거

대상부분(10)을 제거한다.  이에 따라 도 8에 나타나 있는 바와 같이, 상측 화소구조(50)에 있어서, 이물질 부

착 부분(2c)에 인접하는 2개의 관통공(20)이 서로 연통하고, 이 이물질 부착 부분(2c)이 화소전극(2)으로부터

제거된다.  마찬가지로, 하측의 화소구조(50)에 있어서는, 이물질 부착 부분(2c)에 인접하는 2개의 관통공(20)

이 서로 연통하고, 이 이물질 부착 부분(2c)이 화소전극(2)으로부터 제거된다.  따라서, 도전성의 이물질(100)

이 화소구조(50) 사이에 걸쳐서 형성된 경우라도, 이 화소구조(50)의 각각에 있어서 화소전극(2)과 대향전극

(7)과의 전기적 접속을 회피할 수 있음과 동시에, 이 인접하는 2개의 화소구조(50)의 화소전극(2) 사이의 전기

적 접속을 회피할 수 있다.

또한, 제거 대상부분(10)으로의 레이저의 조사는, 대향전극(7)등이 형성되어 있는 기판측에서 이 기판을 통해<39>

행해도 좋으며, 화소전극(2)등이 형성되어 있는 기판측에서 이 기판을 통해 행해도 된다.

이상과 같이, 본 실시예에 따른 액정 디스플레이 패널에서는, 화소전극(2)에는 복수의 관통공(20)이 설치된다.<40>

화소전극(2)에 이물질(100)이 부착되었을 경우에는, 화소전극(2)을 부분적으로 제거해서 적어도 2개의 관통공

(20) 사이를 연통시킴으로써, 이물질 부착 부분(2c)을 화소전극(2)으로부터 제거할 수 있다.  따라서, 이물질이
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부착되고 있는 부분의 주변을 모두 제거하는 상기의 특허문헌 1에 기재된 기술보다도 화소전극(2)의 제거 부분

을 저감하면서, 화소 전극(2)과 대향전극(7)과의 전기적 접속을 회피할 수 있다.  따라서, 화소 전극(2)을 부분

적으로 제거할 때 전극편이 생긴 경우라도, 이 전극편의 발생량을 저감할 수 있고, 이 전극편이 주변의 정상인

화소구조(50)에 부착되는 것을 억제할 수 있다.  그 결과, 새로운 화소결함의 발생을 억제할 수 있다.

또한 화소전극(2)을 부분적으로 제거할 때 레이저를 사용한 경우라도, 화소전극(2)에 대한 레이저 조사부분을<41>

저감할 수 있기 때문에, 화소전극(2)과 대향전극(7) 사이의 액정(8)에 대한 레이저 조사부분도 저감할 수 있다.

따라서, 레이저조사에 의해 액정(8)의 배향이 흐트러지는 것을 억제할 수 있고, 새로운 화소결함의 발생을 억제

할 수 있다.

또한 도전성의 이물질(100)이 소스 배선(3)등의 배선과 화소전극(2)에 걸쳐서 형성된 경우라도, 화소전극(2)에<42>

설치된 복수의 관통공(20)사이를 연통시킴으로써 이물질 부착 부분(2c)을 화소전극(2)으로부터 제거할 수 있기

때문에, 이 배선에 레이저를 조사할 필요는 없다.  따라서, 이 배선을 손상시키지 않고, 화소전극(2)과 이 배선

과의 전기적 접속을 회피할 수 있다.  특히, 축적 용량배선(6)에 레이저를 조사했을 경우에는, 이 축적 용량배

선(6)과 화소전극(2)이 단락하는 경우가 있지만, 본 실시예에서는, 축적 용량배선(6)에 레이저조사를 행할 필요

는 없기 때문에, 이러한 문제를 회피할 수 있다.

또한  도전성의  이물질(100)이  화소구조(50)  사이에  걸쳐서  형성되었을  경우라도,  화소구조(50)의  각각에<43>

있어서, 화소전극(2)에 설치된 복수의 관통공(20)사이를 연통시킴으로써 이물질 부착 부분(2c)을 화소전극(2)으

로부터 제거할 수 있기 때문에, 화소구조(50)사이의 전기적 접속을 회피할 수 있다.

또 본 실시예에서는, 화소전극(2)의 단면(2a, 2b)이 요철 모양으로 되도록 이 화소전극(2)의 단부에 복수의 관<44>

통공(20)이 설치된다.  그 때문에 화소전극(2)의 이 단부에 이물질(100)이 부착되었을 때의 화소전극(2)의 제거

부분을 작게할 수 있다.  이하에 이 효과에 대해서 상세하게 설명한다.

도 9는, 본 실시예와는 달리, 화소전극(2)의 단면(2b)이 평면으로 요철형 상이 아니고, 각 관통공(20)이 화소전<45>

극(2)으로 완전히 둘러싸여 있는 경우의 화소결함 수정방법을 나타내는 평면도이다.  도 9에 나타나 있는 바와

같이, 화소전극(2)의 단면(2b)이 평면인 경우에는, 이 단면(2b)을 포함하는 화소전극(2)의 단부에 이물질(100)

이 부착되면, 이물질 부착 부분(2c)을 화소전극(2)으로부터 제거하기 위해, 화소전극(2)의 단면(2b)과 관통공

(20)을 접속하는 부분도 제거 대상부분(10)에 포함시킬 필요가 있다.  따라서, 이 경우에는, 화소전극(2)의 제

거 부분이 증대하고, 화소전극(2)을 부분적으로 제거할 때 발생하는 전극편이 인접하는 화소 구조(50)에 부착할

가능성이 높아진다.

한편 본 실시예와 같이 화소전극(2)의 단면(2b)이 요철 모양일 경우에는, 상기 도 5에 나타나 있는 바와 같이,<46>

화소전극(2)의 단면(2b)과 관통공(20)을 접속하는 상기 부분은 존재하지 않기 때문에, 도 9에 도시하는 경우보

다도 화소전극(2)의 제거 부분을 저감할 수 있다.

이와 같이, 화소전극(2)의 단면(2a, 2b)이 요철 모양일 경우에는 화소전극(2)의 제거 부분을 저감할 수 있기 때<47>

문에, 화소전극(2)을 제거할 때 전극편이 생겼을 경우라도, 이 전극편의 발생량을 저감할 수 있다.  그 때문에

이 전극편이 주위에 쉽게 부착되지 않기 때문에, 새로운 화소결함의 발생을 억제할 수 있다.

또 본 실시예와 같이 , 복수의 관통공(20)을 화소전극(2)의 전체면에 걸쳐 형성했을 경우에는, 이물질(100)이<48>

화소전극(2)의 어느 부분에 부착했는 지에 상관없이, 화소전극(2)의 제거 부분을 저감하면서, 이물질 부착 부분

(2c)을 화소전극(2)으로부터 제거할 수 있다.  그 결과, 더욱 새로운 화소결함의 발생이 확실하게 억제된다.

또한 본 실시예에 따른 화소결함 수정방법에서는, 화소전극(2)에 이물질(100)이 부착되었을 경우에는, 화소전극<49>

(2)을 부분적으로 제거하여 적어도 2개의 관통공(20)사이를 연통시킴으로써, 이물질 부착 부분(2c)을 화소전극

(2)으로부터 제거할 수 있다.  따라서, 도전성의 이물질(100)이 화소전극(2)에 부착되었을 경우라도, 화소전극

(2)으로부터 제거될 부분을 저감하면서, 화소전극(2)과 대향전극(7) 사이의 전기적 접속을 회피할 수 있다.  따

라서, 화소전극(2)을 부분적으로 제거할 때 전극편이 생겼을 경우라도, 이 전극편의 발생량을 저감할 수 있고,

이 전극편이 주변의 정상인 화소구조(50)에 부착되는 것을 억제할 수 있다.  그 결과, 새로운 화소결함의 발생

을 억제할 수 있다.

    발명의 효과

본 발명의 액정 디스플레이 패널에 의하면, 화소전극에 이물질이 부착되었을 경우에는, 화소전극을 부분적으로<50>

제거해서 관통공 사이를 연통시킴으로써 화소전극에 있어서 이물질이 부착되고 있는 부분을 이 화소전극으로부
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터 제거할 수 있다.  따라서, 도전성의 이물질이 화소전극에 부착되었을 경우라도, 화소전극의 제거 부분을 저

감하면서, 화소전극과 대향전극과의 전기적 접속을 회피할 수 있다.  따라서, 화소전극을 제거할 때 전극편이

생긴 경우라도, 이 전극편의 발생량을 저감할 수 있고, 이 전극편이 주위에 부착되는 것을 억제할 수 있다.  그

결과, 새로운 화소결함의 발생을 억제할 수 있다.

또한 본 발명의 화소결함 수정방법에 의하면, 화소전극에 이물질이 부착되었을 경우에는, 화소전극을 부분적으<51>

로 제거해서 관통공 사이를 연통시킴으로써 화소전극에 있어서 이물질이 부착되고 있는 부분을 이 화소전극으로

부터 제거하고 있다.  따라서, 도전성의 이물질이 화소전극에 부착되었을 경우라도, 화소전극의 제거 부분을 저

감하면서, 화소전극과 대향전극과의 전기적 접속을 회피할 수 있다.  따라서, 화소전극을 제거할 때에 전극편이

생겼을 경우라도, 이 전극편의 생성량을 저감할 수 있고, 이 전극편이 주위에 부착되는 것을 억제할 수 있다.

그 결과, 새로운 화소결함의 발생을 억제할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정 디스플레이 패널의 구조를 부분적으로 나타내는 평면도,<1>

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 액정 디스플레이 패널의 구조를 부분적으로 나타내는 단면도,<2>

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 화소결함 수정방법을 도시한 도면,<3>

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 화소결함 수정방법을 도시한 도면,<4>

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 화소결함 수정방법을 도시한 도면,<5>

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 화소결함 수정방법을 도시한 도면,<6>

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 화소결함 수정방법을 나타내는 도면,<7>

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 화소결함 수정방법을 나타내는 도면,<8>

도 9는 본 발명의 실시예에 따른 화소결함 수정방법의 변형예를 나타내는 도면이다.<9>

[도면의 주요부분에 대한 부호의 설명]<10>

2 : 화소전극                         2a, 2b : 단면<11>

2c : 이물질 부착 부분                20 : 관통공<12>

100 : 이물질<13>
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摘要(译)

提供了一种能够抑制液晶显示面板中的像素缺陷的技术。多个通孔
（20）形成在像素电极（2）中，彼此相对，并且对电极和液晶介于它们
之间。因此，当像素电极2的材料粘附到像素电极2时，通过部分地去除
通孔20并在通孔20之间连通，可以从像素电极2去除附着有异物的像素电
极2的部分。因此，即使导电异物附着在像素电极2上，也能够减少像素
电极2的除去部分的量，可以避免电连接。因此，即使在去除像素电极2
时产生电极片，也可以减少要产生的电极片的量，并且可以防止电极片
粘附到周边。结果，可以抑制新像素缺陷的产生。 专利10-0812324
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